
 
 

การไบอัสทรานซิสเตอร 
                         (Transistor Biasing) 

 

4.  การไบอัสทรานซิสเตอร 
 การไบอัส (Biasing) หมายถึง การกําหนดคาแรงดันและกระแสทางไฟฟากระแสตรงใหกับ
อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหทํางานตามตองการ 
 จากคุณสมบัติของทรานซิสเตอรที่ทํามาจากสารเจอรมันเนียม  มีคาแรงดันตกครอม 

BEV 0.3 V= และทํามาจากสารซิลิกอนมีคา BEV 0.7 V=  (ที่ 25 องศาเซลเซียส) 
 

 
 

รูปที่ 4.1 แสดงการทํางานของทรานซิสเตอรแบบ NPN 
 

จากกระแสของทรานซิสเตอร 
 E C BI     I I= +  (4.1) 
 ซ่ึงอัตราสวนของกระแส CI  ตอ BI  จะแทนดวยสัญลักษณ β  (เบตา) หรือ FEh  สวน
อัตราสวนของกระแส CI  ตอ EI  แทนดวยสัญลักษณ α  (อัลฟลา) และ อัตราสวนของกระแส EI  ตอ BI  
แทนดวยสัญลักษณ γ  (แกรมมา) ซ่ึงแตละตัวจะมีความสัมพันธกัน ดังนี้คือ 

 เบตาในเทอมอัลฟลา   
1
α

β =
−α

 (4.2) 

 เบตาในเทอมแกรมมา 1β = γ −  (4.3) 

 อัลฟลาในเทอมเบตา  
1

β
α =

β+
 (4.4) 

 อัลฟลาในเทอมแกรมมา 1 γ −α =
γ

 (4.5) 
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 แกรมมาในเทอมมเบตา 1γ = β+  (4.6) 

 แกรมมาในเทอมอัลฟลา 1 
1

γ =
−α

 (4.7) 

อัตราสวนของของกระแสในตัวทรายซิสเตอร BI  และ CI  จากสมการ 
 C FE BI  h I=  (4.8) 
หรือ 

 C
B

FE

II = 
h

 

ดังนั้นจะได 

 ( )
E B FE B

FE B

C

I   I h I
    1 h I
    I

= +

= +

≅

 

และ 
 

( majority ) (min ority )C C CBOI  I  I= +  (4.9) 

 เมื่อทรานซิสเตอรทํางานที่อุณหภูมิที่ตางจากอุณหภูมิหองก็จะทําใหคาของ BEV  และคา FEh  
เปลี่ยนแปลงไปดังรูปที่ 4.2 และ 4.3 ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 4.2 ผลของอุณหภูมิที่มผีลตอ แรงดัน BEV  
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รูปที่ 4.3 ผลของอุณหภูมิที่มผีลตอคา FEh  
 

 เมื่อนําเอาทรานซิสเตอรไปใชงานจริง จะพบวามีปญหาเกิดขึ้นคือ ทรานซิสเตอรแตละตัวจะมี
คุณสมบัติและจุดทํางานที่แตกตางกันออกไป  ถาใหกระแสไหลในวงจรมากเกินไปจะทําให
ทรานซิสเตอรอยูในสภาวะอิ่มตัวได และถาลดกระแสมากเกินไปก็อาจจะทําใหถึงจุดคัทออฟได 
 ปญหาอีกอยางหนึ่งคือ เวลาใชงานเมื่อทรานซิสเตอรแตละตัวตองการกระแสไมเทากันหรือจุด
ทํางานแตกตางกันไปแลวแตเบอรของทรานซิสเตอร จึงจําเปนที่แหลงจายจะตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
แตเวลาใชงานจริงจะใชแหลงจายหลาย ๆ ภาค ก็จะเปนการสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ จึงจําเปนตองมีการ
จัดการทํางานใหกับทรานซิสเตอรหรือที่เรียกวา การจัดไบอัสทรานซิสเตอร 
                 การไบอัสทรานซิสเตอรแบงออกเปน 3 แบบคือ  
 -  การไบอัสแบบคงที่ (Fixed Biasing) 
 -  การไบอัสแบบปอนกลับ (Self Biasing) 
 -  การไบอัสแบบสเตบิไลซ (Stabilize Biasing) 
 

4.1  การไบอัสแบบคงที ่
 เปนการไบอัสแบบที่งายที่สุด ซ่ึงเปนการพิจารณาวงจรไบอัสแบบคงที่ ในขณะที่ไมมีสัญญาณ
เขามาทาง อินพุต ซ่ึง C1 เปนตัวเก็บประจุทําหนาที่ คัปปลิ้งสัญญาณอินพุต เขามายังขาเบสของ
ทรานซิสเตอรทําใหกระแสเบสแปรไปตามอินพุต และกระแสคอลเลคเตอรก็จะแปรผันตามกระแสเบส 
ทําใหสัญญาณเอาตพุตมีขนาดใหญกวาอินพุต และจะถูกนําออกไปยังวงจรอื่นโดย C2  
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รูปที่ 4.3 วงจรไบอัสแบบคงที่ 
 

 วงจรตามรูปที่ 4.3 ความตานทาน BR  เปนความตานทานที่กําหนดคากระแส BI  โดยมี แรงดัน 

CCV  จายไบอัสตรงใหกับขา B เทียบกับขา E เมื่อกระแส BI  ไหลจะทําใหกระแส CI  ไหลดวย
ทรานซิสเตอรเมื่อนํากระแสจะเกิดความรอน ทําใหความตานทานรอยตอระหวางขา C และขา E ลดลง 
กระแส CI จะไหลมากขึ้น ซ่ึงถายังจาย BEV  เทาเดิม กระแส BI  จะไหลมากขึ้น นั่นหมายถึงไบอัสที่จาย
ใหขา B ของทรานซิสเตอรมากเกินไป BR  ซ่ึงถูกกําหนดไบอัสใหขา B ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ทํา
ใหไบอัสถูกจายใหขา B ของทรานซิสเตอรมากขึ้นตลอดเวลา กระแส CI  ก็จะไหลมากขึ้นตลอดเวลา 
ทรานซิสเตอรจะรอนมากขึ้นทุกขณะจนชํารุดเสียหายได  

 นอกจากนี้ CBOI  ยังมีความไวตออุณหภูมิสูง เชน ทรานซิสเตอรที่ทําจากเยอรมันเนียม คา CBOI  
จะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเทาตัวทุก ๆ อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ที่เพิ่มขึ้นสูงกวาอุณหภูมิหอง เปนผลให
คาของกระแส CI  มีคาสูงขึ้นตามไปดวย 
 ขอดี  ใชอุปกรณนอย 
 ขอเสีย  ไมคงที่ตออุณหภูมิ ไมสามารถนําไปใชงานแบบตอเนื่องได 
จากวงจรที่ในรูปที่ 4.3 สามารถแบงออกไดเปน 2 วงจร คือวงจรการไบอัสทางอินพุต และ เอาตพุต 
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รูปที่ 4.4 วงจรทางดานอินพตุของการไบอัสแบบคงที่ 
 

 จากรูปที่ 4.4 เมื่อพิจารณาโดยใชกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ  (KVL) จะไดสมการ 
 CC B B BEV I R V   0− − =  
 CC B B BE                       V  I R V= +  (4.10) 
ดังนั้น BI  จึงถูกจาํกัดคา ดวย BR  ดังนี้ 

 CC BE
B

B

V V I  
R
−

=  (4.11) 

 CC BE
B

B

V VR  
I
−

=  (4.12) 
 

 
 

รูปที่ 4.5 วงจรทางดานเอาตพุตของการไบอัสแบบคงที่ 
 

จากรูปที่ 4.5 เขียนสมการเพือ่หาคา CI  และ CEV  จากความสัมพนัธของ CI  กับ BI จะได 
 ( )CC C C CEV  I R V= +  
 ( )CE CC C CV  V I R= −  (4.13) 

 CC CE
C

C

V V R  
I
−

=  (4.14) 
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ตัวอยางที่ 4.1 จากวงจรการไบอัสแบบคงที่ใชทรานซิสเตอรชนิด Silicon กําหนดให 

CCV  20 V= B C FER 300 k   ,  R 2 k  ,  h 100= Ω = Ω =  จงคํานวณหาคา แรงดันและกระแสไบอัส 
วิธีทํา  
 หาคา BI  จากสมการ (4.11) 

 ( )

CC BE
B

B

V VI  
R

20 0.7  V
    

300 k
    64.33 A

−
=

−
=

Ω
= μ

 

 หาคา CI  จากสมการ (4.8) 

 
C FE BI  h I

    100 64.33 A
    6.43  mA

=
= × μ
=

 

 หาคา CEV  จากสมการ (4.13) 

 ( )
( )

CE CC C CV  V I R

      20 V 6.43 mA 2 k

= −

= − × Ω
 

       7.14 V=  ตอบ 
 

4.2  การไบอัสทรานซิสเตอรแบบปอนกลับหรือการไบอัสตัวเอง 
 ในวงจรไบอัสแบบปอนกลับดังรูปที่ 4.6 แทนที่ BR  จะรับกระแสเบสมาจาก CCV  เหมือนกับ
วงจรไบอัสคงที่ กลับนํากระแสเบสมาจากขาคอลเล็คเตอรของทรานซิสเตอร   

 
 

รูปที่ 4.6 วงจรไบอัสแบบปอนกลับ 
 

 จากรูปที่ 4.6 BR เปนความตานทานกําหนดกระแส BI  โดย BR  จะตอเขากับขา C และขา B 
ของทรานซิสเตอร เกิดแรงดัน BEV  จายเปนแรงดันไบอัสเมื่อกระแส BI  ไหลก็จะทําใหกระแส CI  ไหล
มากขึ้นทําใหความตานทานระหวางขา C และขา E ของทรานซิสเตอรลดลง ทําให CEV  จะมีแรงดันตก
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ครอมลดลงดวย ทําใหแรงดันที่จายใหขา B ลดลงดวย เมื่อแรงดัน BEV  ลดลง จะทําใหกระแส BI  ไหล
นอยลง ทรานซิสเตอรจะทํางานลดลงจนเขาสูสภาวะปกติ จะเห็นวาวงจรไบอัสแบบปอนกลับมี
เสถียรภาพทางอุณหภูมิดีกวาการไบอัสแบบคงที่ เพราะมีการปอนกลับแบบลบของ CEV   ซ่ึงจะทําให CI  
เพิ่มขึ้นนอยกวาในกรณีที่ตอ BR  กับ CCV โดยตรง 
 ขอดี  มีความคงที่ตออุณหภูมิดี และสัญญาณที่ถูกขยายออกเอาตพุตมีความเพีย้นต่ํา 
 ขอเสีย มีอัตราขยายต่าํเพราะสัญญาณที่สงออกเอาตพุต มีบางสวนถูกปอนกลับมาอินพุต 
 จากวงจรในรูปที่ 4.6 สามารถแยกวงจรเพื่อพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ วงจรทางดาน    อินพุต
และวงจรทางดานเอาตพุต ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 4.7 วงจรทางดานอินพตุของการไบอัสแบบปอนกลับ 
   

 จากรูปที่ 4.7 เมื่อพิจารณาโดยใชกฎแรงดันของเคอรชอฟฟ จะไดสมการ                  
 '

CC C C B B BEV I R I R V   0− − − =  (4.15) 
 จะเห็นวากระแสที่ไหลผาน CR  ไมใช CI  แตเปน '

CI  (เมื่อ '
C C BI I I= + ) ซ่ึงคากระแส CI  

และ '
CI  ตามปกติจะมีคาสูงกวา BI  มาก ๆ จึงประมาณไดวา '

C CI   I≅  แตถาไมประมาณคาของกระแส
แลวจะไดสมการของการหาคาตาง ๆ ดังนั้น   
  '

C C FE BI   I   h I≅ =  (4.16) 
 และ   E CI I≅  
จากสมการ (4.15) จะได 

  
( )
( )
( )

CC C B C B B BE

CC BE C B C B B

FE B B C B B

         V  I I R I R V

V V  I I R I R

                h I  I R I R

= + + +

− = + +

= + +

 

     
( )

( )
CC BE FE B C B B

B FE C B

V V  h 1 I R I R

               I h 1 R R

− = + +

= + +⎡ ⎤⎣ ⎦
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ดังนั้นจึงสามารถหาคา BI  และ BR  ไดดังนี ้

  
( )

CC BE
B

FE C B

V V I  
h 1 R R

−
=

+ +
 (4.17) 

  ( )CC BE
B FE C

B

V VR  h 1 R
I
−

= − +  (4.18) 

และวงจรทางดานเอาตพุต ดงัรูปที่ 4.8 

 
 

รูปที่ 4.8 วงจรทางเอาตพุตของการไบอัสแบบปอนกลับ 
 

 จากวงจรในรปูที่ 4.8 เขียนสมการไดคือ 
 '

CC C C CEV  I R V= +  
 ( )CE CC C B CV  V I I R= − +  (4.19) 

 CC CE
C

C B

V V R  
I I
−

=
+

 (4.20) 
 

ตัวอยางที่ 4.2  จากวงจรไบอสัแบบปอนกลับ กําหนดให 
Ω== k50R,V10V

BCC
Ω= 980R

C FE BEh 50 , V 0.7 V= =  จงคํานวณหาคาแรงดันและ

กระแสไบอัส 
วิธีทํา  
 หาคา BI  จากสมการ (4.17) 

  
( )

( )

CC BE
B

FE C B

V  VI  
(h 1)R R

10 0.7  V
    

50 1 980 50 k

    93 

−
=

+ +

−
=

+ × Ω + Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
= μΑ

 

 
 หาคา CI  จากสมการ (4.8) 
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C FE BI  h I

    50 93 
    4.65 m

=
= × μΑ
= Α

 

 หาคา CEV  จากสมการ (4.19) 

   
( )

CE CC C B CV  V (I  I )R

       10 V 4.65 mA 93 980 )

= − +

= − + μΑ × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
 

        5.351 V=  ตอบ 
   

4.3  การไบอัสทรานซิสเตอรแบบสเตบิไลซ 
 การไบอัสแบบสเตบิไลซอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา อิมิตเตอรไบอัส ซ่ึงมักจะนิยมจัดวงจรแบบ
วงจรแบงแรงดันทางอินพุต ทําใหบางครั้งการจัดไบอัสแบบนี้ถูกเรียกวาการไบอัสแบบแบง  แรงดัน 
(Voltage Divider Bias) คือการจายแรงดันไบอัสที่ขา B ของทรานซิสเตอรเปนแบบไบอัส   คงที่ ซ่ึงถูก
จัดเปนวงจรแบงแรงดัน และใสความตานทานที่ขา E ที่เรียกวาความตานทานสเตบิไลซ (Stabilize 
Resistor) เปนตัวชวยปรับการไบอัสใหขา B ของทรานซิสเตอรอยางพอเหมาะกับที่ทรานซิสเตอร
ตองการ ดังรูปที่ 4.9 

 
 

รูปที่ 4.9 วงจรไบอัสแบบสเตบิไลซ 
 

 วงจรสเตบิไลซไบอัสมีการปอนกลับแบบลบโดยใชตัวตานทาน ER  ตอระหวางอิมิเตอรกับ
กราวด แรงดันของเบสถูกกําหนดโดยตัวตานทานแบงแรงดัน 1 2R , R  ปกติจะมีกระแสไหลใน 1 2R , R  
มากกวา BI  หลายเทา ดังนั้นแรงดันที่เบสจึงคอนขางคงที่ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จะทําให CI  เพิ่มขึ้น สงผล
ใหแรงดันที่ตกครอม ER  เพิ่มขึ้นตามไปดวยเปนผลให BEV  ลดลง จึงทําให BI  ไหลนอยลง ซ่ึง BI  จะ
เปนตัวควบคุม CI  ไหลลดลงเขาสูสภาวะปกติจากการปอนกลับแบบลบดวย และ EC  เปนการลัดวงจร
เมื่องมองวงจรดวยเงื่อนไขไฟฟากระแสสลับ 
 ขอดี   มีความคงที่ตออุณหภูมิดีมาก ER  ที่เพิ่มขึ้นมาทําใหกระแส CI  ไหลคงที่   
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 ขอเสีย  ใชอุปกรณในการตอวงจรมากคาใชจายกข็ึ้นตามไปดวย 
 

 
 

ก. การแทนวงจรของเทวินินที่อินพุตของวงจร 
 

 
ข. การหา ThV      ค. การหา ThR  

 

 
ง.  การแทน ThR  และ ThV  

 

รูปที่ 4.10 วงจรสมมูลของการไบอัสแบบสเตบิไลซ 
 

 เพื่อความสะดวกในการวิเคราะหวงจร จะใชทฤษฎีของเทวินินแปลงวงจรไบอัสทางดานอินพุต 
(ขา B) โดยพิจารณาเฉพาะวงจรกระแสตรง (ตัวเก็บประจุจะเปรียบเปนสวิตซเปดวงจร) เมื่อมองที่ขาเบส 
จะเห็นวาแรงดันระหวางขั้ว AB เปนตัวสรางกระแส BI  ดังนั้นจึงสามารถแทนวงจรที่ประกอบดวย 

CC 1V  ,  R  และ 2R  ดวยแหลงกําเนิดแรงดัน ThV  และ ThR  สามารถหาคาไดดังนี้ 
 1. แรงดัน ThV  คือแรงดันระหวางจุด AB สามารถหาไดจากการแบงแรงดันดังรูปที่ 4.10 ข. 

 CC 2
Th

1 2

V RV  
R R

=
+

 (4.21)  
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 2. ความตานทานภายใน ThR  คือความตานทานที่มองเห็นเมื่อมองเขาระหวางขั้ว AB ในวงจรรูปที่ 
4.10 ก. โดยมีการลัดวงจรของแหลงจายแรงดันและเปดวงจรแหลงจายกระแสทั้งหมดผลก็คือเห็น 1R  
ตอขนานกับ 2R  ดังรูปที่ 4.10 ค. ซ่ึงจะไดสมการ ThR  คือ 

 1 2
Th

1 2

R  RR  
R R

=
+

 (4.22) 

 เมื่อแทนวงจรในรูปที่ 4.9 ดวยรูปที่ 4.10 ง. แลว จะสามารถเขียนสมการของวงจรที่ขาเบสได
เปนสมการทางอินพุต เมื่อไมมีสัญญาณอินพุต เขามาได คือ 
 ( )Th B B BE C B EV I R V I I R= + + +  (4.23) 

และ 
( )
Th BE

B
Th FE E

V V  I
R h 1 R

−
=

+ +
 (4.24)  

สวนทางเอาตพุต สามารถเขียนสมการไดคอื 
 ( )CC C C CE C B EV  I R V I I R= + + +  
 จาก C FE BI h I=  ซ่ึงถาสมมติวา FEh 1>>  ซ่ึงจะทําให CI  จึงมากกวา BI  มาก ดังนั้นจาก
สมการเอาตพุตจะได           
 ( )CE CC C C EV V I R R= − +  (4.25) 
 นอกจากนี้เพื่อใหการออกแบบวงจรงายขึ้น จากรูปที่ 4.9 จะเห็นวา 1 2 BI I I= +  โดย        
สัดสวนของกระแสจะหาไดจาก 

 B

2

I  0.1
I

η = ≈    หรือ  2 BI   10I=  (4.26) 

และกําหนดคาแรงดันตกครอม ER  มีคาเทากับ   E CCV  0.1 V≅  
และสามารถหาคาตาง ๆไดดงันี้                                  

 E
E

C B

V R  
I I

=
+

 (4.27) 

 CC CE E
C

C

V V V R  
I

− −
=  (4.28) 

 Th BE EV  V  V= +  

 Th
2

B

V R  
10I

=  (4.29) 

 CC 2
1 2

Th

V R  R  R
V

= −  (4.30) 
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ตัวอยางที่ 4.3 วงจรสเตบิไลซไบอัสมี C E 1 2R 1 k  ,R 500 k  ,R 17.6 k  ,R 10 k= Ω = Ω = Ω = Ω   
กําหนดให BE FE CCV 0.7 V , h 50 ,V 10 V= = =  จงคํานวณหาคา C CEI ,V  
วิธีทํา 
 หาคาของ ThV   

  

CC 2
Th

1 2

V RV
R R
10 V 10 k     

17.6 k 10 k
     3.62  V

=
+

× Ω
=

Ω+ Ω
=

 

 หาคาของ ThR  

 

1 2
Th

1 2

R RR
R R
17.6 k 10 k      
17.6 k 10 k

      6376.81 

=
+

Ω× Ω
=

Ω+ Ω
= Ω

 

 หาคาของ BI  

 

( )
( )

( )

Th BE
B

Th FE E

V VI
R h 1 R

3.26 0.7  V
   

6376.81 50 1 500 k

   0.1 

−
=

+ +

−
=

+ + × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
= μΑ

 

 หาคาของ CI                                                  

 
C FE BI h I

   50 0.1 
   5 

=
= × μΑ
= μΑ

 

 หาคาของ CEV  

 
( )

( )
CE CC C C EV V I R R

      10 V 5 1 k 500 k

= − +

= − μΑ× Ω+ Ω⎡ ⎤⎣ ⎦
 

       7.495  V=  ตอบ 
 

4.4 ทรานซิสเตอรแบบ พีเอนพี (PNP Transistors) 
 หลักการวเิคราะหที่ใชกับทรานซิสเตอร NPN  นํามาใชกับทรานซิสเตอร PNP  ได คือ อันดับ
แรกตองหาคา BI  กอน แลวใชความสัมพันธของพารามิเตอรหาคาที่ยังไมทราบ ความแตกตางประการ
เดียวระหวางสมการของทรานซิสเตอรทั้ง 2 ประเภทก็คือ เคร่ืองหมายของคาตาง ๆ 
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รูปที่ 4.11 การจัดไบอัสทรานซิสเตอรชนิด PNP แบบสเตบิไลซ 
 

 จากรูปที่ 4.11 พารามิเตอรตาง ๆ ของทรานซิสเตอรชนิด PNP  จะหาคาไดเหมือนกับ
ทรานซิสเตอรแบบ NPN  แตทิศทางของกระแสไฟฟาจะตรงกันขาม และเมื่อใช KVL มาพิจารณา  ลูป
ของขา B-E จะไดสมการคือ 
 CC B B BE E E0 V I R V I R= − + −  
แทนคา ( )E FE BI h 1 I= +  ลงในสมการจะได 
  ( )CC B B BE FE B E0 V I R V h 1 I R= − + − +  
  ( )CC BE B B FE E  V V I R h 1 R= + − + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (4.31) 

 เมื่อทรานซิสเตอรผลิตจากสารซิลิกอนจะมี BEV 0.7V= −  เมื่อแทนคา BEV  ลงในสมการนี้ 
จะไดสมการหากระแส BI  ดังนี้ 

    
( )
CC BE

B
B FE E

V VI
R h 1 R

+
=

+ +
 (4.32) 

 ขอควรจํา คือ BI  ของทรานซิสเตอรแบบ NPN  กับ PNP  มีทิศทางตรงกันขามเสมอ 
 

สวนสมการทางเอาตพุต เมือ่นํา KVL มาพิจารณาที่ลูปของขา C-E จะได 

   
( )

CC C C CE E E

CE CC C C E E

CC FE B C FE B E

V I R V I R
   V V I R I R
         V h I R h 1 I R

− = − + −

= − + +

= − + + +

 

 ( )CC B FE C FE E      V I h R h 1 R= − + + +⎡ ⎤⎣ ⎦  (4.33) 
 

 จากสมการ (4.33) คาของ CEV  จะมีคาติดลบ เพราะคาของ CCV  มีคามากกวา 
( )B FE C FE EI h R h 1 R+ +⎡ ⎤⎣ ⎦  นั่นเอง 
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ตัวอยางที่ 4.4  จากรูปที ่4.12 เปนวงจรไบอสัแบบแบงแรงดัน จงหาคา CEV  

 
 

รูปที่ 4.12 วงจรการไบอัสทรานซิสเตอรชนิด PNP แบบแบงแรงดัน 
วิธีทํา  
 เงื่อนไขในการไบอัสแบบแบงแรงดันที่ใชในการตรวจสอบ คือ 

 E 2            R     10R
120 1.1 k     10 10 k

β ≥
× Ω ≥ × Ω

 

        132 k     100  kΩ ≥ Ω     (เปนจริงตามเงื่อนไข) 
 จากรูปที่ 4.12 หาคาแรงดันทีข่าเบส จะได 

 
( )2 CC

B
1 2

10k 18VR VV
R R 47k 10k

    3.16 V

Ω× −
= =

+ Ω+ Ω
= −

 

 พิจารณาวงจรทางดานอินพตุโดยใช KVL จะไดสมการ คือ 

 ( ) ( )
( )

B BE E

E B BE

V V V
V V V
    3.16V 0.7V

    3.16 0.7 V
    2.46 V

= +
= −

= − − −

= − +

= −

 

 หาคากระแส EI  ไดคือ 

  
E

E
E

V 2.46 VI
R 1.1 k

   2.24 mA

−
= =

Ω
= −

 

 เครื่องหมายลบที่เกิดขึ้นหมายถึงทิศทางการไหลของกระแสจริงจะไหลในทิศทางตรงกันขาม
กับที่ทําการคํานวณ 
หาคากระแส BI  จากสามการ ( )E FE BI h 1 I= +  จะได 
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 ( )
E

B
FE

I 2.24 mAI     
h 1 121

    18.5 A

= =
+

= μ

 

 พิจารณาวงจรทางดานเอาตพุตโดยใช KVL จะไดสมการ คือ 

 CC C C CE E E

CE CC C C E E

V I R V I R
   V V I R I R
− = − + −

= − + +
 

 
( )
( )

CE CC FE B C FE B E

CC B FE C FE E

   V V h I R h 1 I R

         V I h R h 1 R

= − + + +

= − + + +⎡ ⎤⎣ ⎦
 

แทนคา 

 
( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ){ }
( )

CEV 18 18.5 A 120 2.4k 121 1.1k

      18 18.5 A 421.1k

      18 7.79 V

= − + μ × × Ω + × Ω⎡ ⎤⎣ ⎦

= − + μ × Ω

= − +

 

       10.2 V= −  ตอบ 


